O germanio vem sendo estudado como possivel substituto do silicio em dispositivos semicondutores de alto
desempenho. Para que a substitui¢do ocorra de fato, ¢ preciso passivar a superficie do germanio dos pontos de
vista quimico e elétrico. Uma das alternativas para tal sdo filmes finos de oxinitreto de germanio. Neste
trabalho, utilizamos analise com rea¢des nucleares e microscopia de forga atdmica para investigar o transporte
de oxigénio e nitrogénio durante a oxinitretacdo térmica do germéanio. Para tanto, iniciamos com a oxidagdo do
Ge a 550°C por 30 min em 1 atm de O, produzindo cerca de 15 nm de GeO,. As amostras assim produzidas
foram tratadas a 500°C por 120 min em 0,1 atm de amonia enriquecida no isétopo de massa 15 do nitrogénio
("*'NH3) e/ou em oxigénio enriquecido no is6topo de massa 18 (**0,). A distribuigdo de "N e '*O foi determinada
com as reagdes nucleares “N(p,ay)"’C e "*O(p,a)"’N nas ressonancias a 429 e 151 keV, respectivamente. A
topografia das amostras foi observada utilizando microscopia de for¢a atdbmica no modo de contato intermitente.
Observamos "N e 'O distribuidos ao longo de toda a espessura do GeQ: original, com respecitvas
concentragdes da ordem de 5 € 10% do O inicial. A presenga de "N reduziu a incorporagdo de '*O a menos da
metade do observado na amostra ndo nitretada. A topografia de todas as amostras mostrou-se compativel com a
fabricagdo de dispositivos eletronicos. Nosso trabalho corrobora que o tratamento térmico de GeO, em NHj; leva
a formagdo de GeO,N, e fornece uma medida do correspondente aumento na estabilidade quimica frente a O..
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